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PROPRIEDADES ELETRONICAS DE NANOFITAS DE FOSFORENO COM BORDAS
NORMAIS E ENVIESADAS SOB UM CAMPO ELETRICO

ELECTRONIC PROPERTIES OF PHOSPHORENE NANORIBBONS WITH NORMAL
AND SKEWED EDGES UNDER AN ELECTRIC FIELD
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Materiais bidimensionais sdo candidatos promissores para o desenvolvimento da tecnologia devido as
suas propriedades Unicas e incomuns em comparacdo aos materiais convencionais. A monocamada de
fosforo negro (fosforeno), por exemplo, tem uma estrutura hexagonal enrugada devido a hibridizagdo
sp®, exibindo propriedades eletronicas e térmicas altamente anisotrdpicas. Resultados recentes
revelaram que o fosforeno apresenta alta mobilidade de portadores, alta absor¢do éptica e de UV, entre
outras propriedades atraentes, que sao de interesse especial para aplicagGes optoeletronicas. Cortes em
direcGes apropriadas na estrutura de rede do fosforeno possibilita, pelo menos, quatro tipos de bordas,
a saber: armchair normal (nAC), armchair enviesada (sAC), zigzag normal (nZZ) e zigzag enviesada (sZZ).
Nanofitas com esses tipos de bordas podem apresentar propriedades eletronicas interessantes quando
submetidas a um campo elétrico externo. Nesse sentido, nosso trabalho explora os espectros de energia
e autoestados de nanofitas de fosforeno submetidas a um campo elétrico. Usando um modelo tight-
binding (TB) implementado no KWANT, um pacote de calculo numérico baseado em Python,
investigamos a estrutura de bandas e as fungdes de onda para nanofitas com diferentes tipos de bordas.
Os resultados mostram que a aplicacdo de um campo elétrico em nanofitas de fosforeno, com tipos
especificos de bordas, possibilita a modulacdo do bandgap (regido proibida de energia), o que pode ser
essencial para aplicagées nanoeletrénicas de fosforeno.
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